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래터럴 바이폴라 트랜지스터(100)는 전기적인 절연 물질(82) 상에 반도체층 및 상기 반도체층의 중앙 부분 상에 

절연층(109)을 구비한다. 상기 절연층(109)에 콘택트 정공이 있고, 상기 절연층(109) 상에 도전 물질이 있고, 상

기 도전 물질은 상기 콘택트 정공을 통하여 상기 반도체층과 전기적 접촉을 하고, 그럼으로써 베이스 콘택트를 

형성한다. 상기 반도체층은 상기 도전 물질의 실질적인 밑의 중앙 영역(106)에 제 1 도전형을 구비한다. 상기 중

앙 영역 근처의 영역들(104), (108)에 제 2 도전형을 구비한다. 상기 제 1 영역은 베이스 영역(106)을 형성하고, 

상기 인접한 영역들은 콜렉터 영역(104)과 이미터 영역(108)을 각각 형성한다. 그 방법은 절연 물질(109) 상에 

반도체층을 형성하는 단계와 상기 반도체 물질 상에 절연층을 형성하는 단계와 상기 절연층(109) 내에 베이스 콘

택트를 형성하는 단계와 상기 절연층의 일부분 상에 도전 베이스 콘택트 영역을 형성하는 단계와, 이때 상기 베

이스 콘택트 영역은 상기 베이스 콘택트 정공 상에 있고, 상기 반도체층의 중간 부분과의 전기적 연결을 형성하

고, 상기 중간 영역은 베이스 영역(106)에 대응하고 상기 베이스 영역의 반대면들 상에 콜렉터 영역(104)과 이미

터 영역들(108)을 형성하는 단계를 구비하여 상기 콜렉터 영역(104)과 이미터 영역(108)이 상기 베이스 영역

(106)에 각각 인접하도록 한다.

대표도 - 도7
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특허청구의 범위

청구항 1 

전기적  절연  물질(82)  상에  반도체층(102)과  상기  반도체층(102)의  중앙부(106)상에  절연  영역(109)을  

구비하고, 상기 절연 영역(109)에 콘택트 정공(212)이 있으며, 상기 절연 영역(109) 상에 도전 물질(112)이 있

고, 상기 도전 물질(112)은 상기 콘택트 정공(212)을 통하여 상기 반도체층(102)과 전기적으로 접촉함으로써 베

이스 콘택트(112)를 형성하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터(100)에 있어서, 

상기 절연 영역(109)과 그 위의 베이스 콘택트(112)가 상기 반도체층(102)을 인접한 세 영역(104, 106, 108)으

로 나누고, 상기 인접한 세 영역 중 중간 영역(106)은 제 1도전형을 구비함과 아울러 상기 트랜지스터(100)의 

베이스 영역(106)을 형성하는 상기 중앙 영역(106)이고, 상기 인접한 세 영역 중 다른 한 영역(104)은 제 2 도

전형을 구비하고 콜렉터 영역(104)을 형성하며, 상기 세 인접한 영역 중 나머지 한 영역(108)은 제 2 도전형을 

구비하고 이미터 영역(108)을 형성하며,

상기 베이스 영역(106)은, 상기 베이스 콘택트(112)의 길이에 실질적으로 대응하는 상기 콜렉터 영역(104)과 이

미터 영역(106) 사이의 거리에 의해 정해진 길이 또는 두께(L), 및 상기 베이스 영역 길이(L)에 실질적으로 수

직인 방향으로 확장하는 폭(W)을 구비하고, 상기 베이스 콘택트(112)는 실질적으로 상기 베이스 영역(106)의 전

체 폭을 따라 확장하는 것을 특징으로 하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터.

청구항 2 

삭제

청구항 3 

제 1 항에 있어서, 상기 제 1 도전형은 n-형 반도체 물질이고, 상기 제 2 도전형은 p-형 반도체 물질인 것을 특

징으로 하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터.

청구항 4 

제 1 항에 있어서, 상기 제 1 도전형은 p-형 반도체 물질이고, 상기 제 2 반도전형은 n-형 반도체 물질인 것을 

특징으로 하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터.

청구항 5 

제 1 항에 있어서, 상기 절연 영역(109)은 MOS-형 트랜지스터 디바이스에서 사용된 게이트 산화막층에 대응하는 

것을 특징으로 하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터.

청구항 6 

제 1 항에 있어서, 상기 전기적인 절연 물질(82)은 매몰된 실리콘 디옥사이드층으로 이루어지는 것을 특징으로 

하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터.

청구항 7 

제 1 항에 있어서, 상기 도전 물질(112)은 불순물 폴리실리콘 물질 또는 금속으로 이루어지는 것을 특징으로 하

는 래터럴 바이폴라 트랜지스터.

청구항 8 

제 1 항에 따른 래터럴 바이폴라 트랜지스터(100)를 제조하는 방법에 있어서, 상기 방법은:

(a)제 1 도전형을 구비한 반도체층(102)의 물질로, 상기 전기적인 절연 물질(82) 상에 상기 반도체층(102)을 형

성하는 단계와; 

(b) 상기 반도체층(102) 상에 상기 절연 영역(109)을 포함한 절연층(204)을 형성하는 단계와; 

(c) 상기 절연 영역(109)에 상기 콘택트 정공(212)을 형성하는 단계와; 
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(d) 상기 베이스 콘택트(112)를 형성하는 단계 및; 

(e) 상기 베이스 콘택트(112)에 대한 자기-정렬에 의해 상기 콜렉터 영역(104)과 이미터 영역(108)을 형성하는 

단계를 포함함으로써 상기 콜렉터 및 이미터 영역들(104, 108) 사이에 및 근처에 상기 베이스 영역(106)을 형성

하는 것을 특징으로 하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터를 제조하는 방법.

청구항 9 

제 8 항에 있어서, 상기 베이스 콘택트 정공(212)을 형성하는 방법은 상기 절연층(204)의 일부분을 식각하는 단

계를 포함하는 것을 특징으로 하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터 디바이스를 형성하는 방법.

청구항 10 

제 9 항에 있어서, 상기 방법은 상기 베이스 콘택트 정공(212)의 측벽 형상을 변경시키는 단계를 추가적으로 포

함함으로써, 상기 측벽 형상을 실질적인 수직 형상에서 경사진 형상으로 변경하여 상기 베이스 콘택트 정공

(212) 내의 후속하는 단계 허용범위를 향상시키는 것을 특징으로 하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터 디바이스를 

형성하는 방법.

청구항 11 

제 8 항에 있어서, 상기 절연층(204) 상에 도전 베이스 영역(112)을 형성하는 단계는:

상기 절연층(204) 상에 도전층을 형성하는 단계 및; 

상기 도전층을 패터닝하는 단계를 포함하여 베이스 콘택트(112)를 형성하는 것을 특징으로 하는 래터럴 바이폴

라 트랜지스터 디바이스를 형성하는 방법.

청구항 12 

제 8 항에 있어서, 상기 콜렉터 영역(104)과 이미터 영역(108)을 형성하는 단계는 이온 주입을 수행하는 단계를 

포함하고, 이때 주입물이 그 위에 베이스 콘택트(112)를 구비하지 않은 상기 절연층(204)의 부분들을 관통하여 

상기 반도체층(102)에 도달하는 것을 특징으로 하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터 디바이스를 형성하는 방법.

청구항 13 

래터럴 바이폴라 트랜지스터에 있어서, 상기 트랜지스터는:

전기적인 절연 물질 상에 반도체층 및;

상기 반도체층의 중앙 부분 상에 절연층을 구비하고, 상기 절연층에 콘택트 정공이 있고, 상기 절연층 상에 도

전 물질이 있고, 상기 도전 물질은 상기 콘택트 정공을 통하여 상기 반도체층과 전기적 접촉을 함으로써 베이스 

콘택트를 형성하고;

상기 반도체층은 상기 도전 물질의 실질적인 밑의 중앙 영역에 제 1 도전형을 구비하고, 상기 중앙 영역 근처의 

영역들에 제 2 도전형을 구비하고, 상기 제 1 영역은 베이스 영역을 형성하고, 상기 인접한 영역들은 콜렉터 영

역과 이미터 영역을 각각 형성하고, 상기 베이스 영역은 상기 콜렉터 영역과 이미터 영역 사이의 거리에 의해 

정해진 길이 또는 두께와, 상기 베이스 영역 길이에 실질적으로 수직인 방향으로 확장하는 폭을 구비하고, 상기 

베이스 콘택트는 상기 베이스 영역의 실질적으로 전체 폭을 따라 확장하고, 그럼으로써 상기 래터럴 바이폴라 

트랜지스터의 베이스 저항을 최소화하는 것을 특징으로 하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터. 

청구항 14 

래터럴 바이폴라 트랜지스터에 있어서, 상기 트랜지스터는:

반도체 기판과;

상기 반도체 기판 상에 절연층과;

상기 절연층 상에 반도체층과;

상기 반도체층 상에 있고, 상기 반도체층을 제 1 영역과, 제 2 영역으로 상기 영역들의 중간 영역으로 분리하는 

절연 영역 및, 이때 상기 중간 영역은 실질적으로 상기 절연 영역 밑에 있고, 상기 절연층의 상측 부분으로부터 
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하측 부분으로 콘택트 정공이 확장하고, 그럼으로써 그 밑의 반도체층의 일부분을 노출하고;

상기 콘택트 정공을 통하여 상기 반도체층의 중간 영역을 전기적으로 접촉하고, 상기 절연 영역 상에 있는 도전

층을 구비하고, 

상기 중간 영역은 제 1 도전형을 구비하고, 상기 래터럴 바이폴라 트랜지스터의 베이스 영역에 대응하고, 상기 

제 1 영역은 제 2 도전형을 구비하고, 콜렉터 영역에 대응하고, 상기 제 2 영역은 제 2 도전형을 구비하고 이미

터 영역에 대응하고, 상기 베이스 영역은 상기 콜렉터 영역과 이미터 영역 사이의 거리에 의해 정해진 길이 또

는 두께와, 상기 베이스 영역 길이에 실질적으로 수직인 방향으로 확장하는 폭을 구비하고, 상기 도전층은 상기 

베이스 영역의 실질적인 전체 폭을 따라 확장하고, 그럼으로써 상기 래터럴 바이폴라 트랜지스터의 베이스 저항

을 최소화시키는 것을 특징으로 하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터.

청구항 15 

제 14항에 있어서,

상기 콜렉터 영역과 상기 이미터 영역이 상기 베이스 콘택트에 대하여 자기-정렬(self-aligned)되는 것을 특징

으로 하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터.

청구항 16 

제 1항에 있어서,

상기 콜렉터 영역과 상기 이미터 영역이 상기 베이스 콘택트에 대하여 자기-정렬(self-aligned)되는 것을 특징

으로 하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터.

청구항 17 

제 13항에 있어서,

상기 콜렉터 영역과 상기 이미터 영역이 상기 베이스 콘택트에 대하여 자기-정렬(self-aligned)되는 것을 특징

으로 하는 래터럴 바이폴라 트랜지스터.

청구항 18 

삭제

청구항 19 

삭제

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 일반적으로 반도체 디바이스들 및 반도체 공정에 관한 것으로서, 특히 베이스 저항을 저하시키지 않<1>

으면서 트랜지스터가 제어가능한 높은 이득을 나타내는 고성능의 래터럴 바이폴라 트랜지스터를 형성하기 위하

여 SOI MOS형 구조물을 이용하는 디바이스 구조 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 

배 경 기 술

집적 회로들은 바람직한 기능을 수행하기 위하여, 예를 들어 트랜지스터들, 저항들, 캐패시터들 등과 같은 많은 <2>

회로 소자들을 이용한다. 트랜지스터들은 크게 두 개의 범주들: 바이폴라 트랜지스터들 및 MOSFET (전계 효과) 

트랜지스터들로 분류될 수 있다. 바이폴라 트랜지스터들 및 MOSFET (MOS) 트랜지스터 디바이스들은 다른 물리적

인 원리들에 의해 작동하지만, 이들은 모두 증폭 또는 스위칭 디바이스들로서 이용된다. 제 1 적용시, 트랜지스

터의 기능은 작은 ac 신호들을 정확하게 증폭하는 것이며; 제 2 적용시, 트랜지스터는 ON 상태에서 OFF 상태로, 

또는 그 반대로 전환시키는 스위치로서 작동한다. 이러한 트랜지스터 기능들은 하기에서 간단히 설명되는 "트랜

지스터 작동"때문에 존재하는 것이다. 

도 1a 및 1b는 도면 부호 10으로 도시한 종래 기술의 npn-형 바이폴라 트랜지스터의 단순화된 단면도 및 대응하<3>
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는 표현을 나타낸다. 도 1a의 종래 기술의 트랜지스터(10)는 npn-형 바이폴라 트랜지스터이고 도핑된 반도체 물

질 영역들로 구성되며, 여기서 n-형 영역들은 그들의 다수 캐리어들로서 전자들을 가지며 p-형 영역들은 그들의 

다수 캐리어들로서 정공들을 갖는다. 트랜지스터(10)는 콜렉터 영역(12), 베이스 영역(14) 및 이미터 영역(16)

을 포함한다. 

도 1a의 npn 바이폴라 트랜지스터는 일반적으로 다음과 같은 방식으로 작동한다. 베이스-이미터 접합에 순방향 <4>

바이어스 전압이 인가되면, 많은 양의 전자들이 이미터(16)로부터 베이스(15)로 주입된다. 이미터(16)와 콜렉터

(12) 간의 거리가 충분히 작다면(즉, 베이스(14)가 얇다면), 전자들은 재결합되기 전에 콜렉터(12)에 이르게 될 

것이다. 베이스(14)와 콜렉터(12) 간의 접합이 역방향으로 바이어스될지라도, 그 위치에서의 전기장은 접합을 

가로질러 전자들을 쓸어버릴 것이며, 전자들은 콜렉터(12)에 의해 "콜렉트된다". 이러한 현상은 거의 베이스-이

미터 접합에서의 순방향-바이어스 전류(IC) 만큼 큰 콜렉터 전류(IC)를 발생시킨다. 이에 따라, 베이스(14)의 크

기가 적절히 정해진다면, 가까운 순방향-바이어스 접합(즉, 베이스-이미터 접합)의 존재로 인하여, 큰 전류가 

역방향-바이어스 접합(즉, 베이스-콜렉터 접합) 내에 흐르게 된다. 이러한 현상은 바이폴라 트랜지스터 작동으

로 불려진다. 

베이스(14)에 주입된 모든 전자들이 콜렉터(12)에 도달하는 것은 아니다. 일부 전자들은 베이스 영역(14)을 이<5>

동할 때 그 내에서 재결합된다. 베이스 영역(14)의 크기가 변하게 되면, 재결합의 양 또한 변하게 되며, 이에 

따라 트랜지스터의 "콜렉션 효율"에 영향을 준다는 것은 명백하다. 이미터(16)로부터 베이스(14)로의 정공들의 

주입과 함께 재결합 현상은 베이스 전류를 형성한다. 이에 따라, 베이스 영역(14)(그의 도펀트 농도 및 그의 크

기)은 하기의 식으로 주어지는 이미터 접지 전류 이득(β)에 의해 명백해지는 바와 같이, 바이폴라 트랜지스터

(10)의 성능에 중요한 역할을 한다:

β=IC/IB<6>

IB가 감소함에 따라, 트랜지스터의 이득은 증가하는데, 이는 (증폭을 위한) 아날로그 형 회로 응용들 및 (스위칭 <7>

속도를 위한) 디지털 회로 응용들에 모두 유익하다는 것을 유념하자. 따라서, (트랜지스터의 이득을 개선하기 

위해서는) 베이스 영역(14)을 가능한한 얇게 형성하는 것이 바람직하다.

도 2는 종래 기술의 수직 pnp-형 바이폴라 트랜지스터(20)의 단면도이다. 트랜지스터(20)는, 가령 p-웰 또는 기<8>

판과 같은 p-형 콜렉터 영역(22)을 구비하며, 이 p-형 콜렉터 영역(22) 내에는 n-형 베이스 영역(24)이 형성된

다. 이후, p-형 이미터 영역(26)이 전형적으로 증착 또는 이온 주입에 의해 베이스 영역(26) 내에 형성된다. 

(많은 바이폴라 트랜지스터 집적 회로들에 대한 일반적인 구성인) 이러한 수직 구조에서, 베이스의 두께(dB)는 

불리하게는 베이스 영역(24) 및 이미터 영역(26)의 깊이들을 각각 제어하는 능력에 의해 제한된다. 결과적으로, 

제어가능한 높은 트랜지스터 이득을 얻기가 어렵게 된다. 

바이폴라 트랜지스터들의 성능에 영향을 주는 다른 특징은 유효한 베이스 저항이다. 개략적으로, 베이스 저항은 <9>

종래 기술을 나타낸 도 3a 및 3b에 도시된다. 베이스 저항(RB)은 (RC가 도시된 바와 같이 RBCB에 대응하는) RC 

시상수의 함수로서 트랜지스터의 스위칭 지연을 야기시킨다. 예를 들어, 종래 기술을 나타낸 도 2를 참조하면, 

베이스 저항(RB)은 (그의 도핑 농도의 함수인) n-형 베이스 영역(24)의 저항률 및 콜렉터 영역(22)과 이미터 영

역(26) 간의 최소 공간(dB)과 관련된 영역에 각각 관련된다. 

상기 설명으로부터, 간격(dB)이 감소할수록(이는 트랜지스터의 이득에는 유리함), 베이스의 저항률은 증가한다<10>

(이는 베이스 저항에 불리하다)는 것이 명백해진다. 결과적으로, 전형적인 바이폴라 트랜지스터 구조들은 종종 

트랜지스터 이득과 베이스 저항 간의 설계 성능 조정을 요구한다.

상술된 수직 바이폴라 트랜지스터 구조물에 추가하여, 래터럴 바이폴라 트랜지스터 구조물이 알려졌다. 이러한 

래터럴 바이폴라 트랜지스터 구조물은 절연층 위에 놓인 반도체 물질로 형성되고, 따라서 실리콘-온-인셜레이터

(Silicon-On- Insultor: SOI) 디바이스를 구성한다. 이러한 래터럴 바이폴라 트랜지스터들은 종래 MOS 트랜지스

터 디바이스들과 여러 면에서 유사하다. 이러한 래터럴 바이폴라 트랜지스터를 개시하는 4개의 문서는 하기와 

같다.

샤히디 지 지(SHAHIDI G G) 등: 'SOI에서의 신규한 고성능 래터럴 바이폴라', 국제 전자 디바이스 회의의 회보, 

미국 뉴욕, IEEE 제8권 1991년 12월(1991-12-08), 91-663-666, XP00034211 ISBN: 0-7803-0243-5는 트랜지스터 

구조물을 개시하고, 이 구조물에서 상기 반도체 물질은 각각 n+-형 이미터 영역과, p-형 베이스 영역과, n--형 
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콜렉터 영역과 n+-형 콜렉터 영역을 형성하는 4개의 래터럴 인접 부분들로 분리된다. 산화층이 상기 n- 콜렉터 

영역 위에 놓인다. P++ 폴리층이 상기 산화층 위에 놓이고, 상기 산화층의 일면 아래로 확장하여 상기 베이스 

영역에 접촉한다. 상기 폴리층의 면들의 유전 스페이서들이 상기 이미터-베이스 접합 및 상기 n+ 콜렉터 영역의 

부분을 덮는다.

일본 특허 초록, 제014권 제139호(E-0903), 1990년 3월 15일(1990-03-15), JP 02 003238 A(니산 모터 코.엘티

디), 1990년 1월 8일(1990-01-08)은 트랜지스터 구조물을 개시하고, 상기 구조물에서 반도체 물질이 각각 P+-형 

이미터 영역과, n-형 베이스 영역과, p--형 콜렉터 영역과 p+-형 콜렉터 영역을 형성하는 4개의 인접한 부분들

로 분리된다. 단일 산화층이 상기 반도체 물질 상에 놓이고, 상기 베이스 영역으로 확장하는 베이스 콘택트 정

공과, 상기 p+ 이미터와 콜렉터 영역들과 접촉하는 추가적인 정공들을 구비한다.

EP-A-0.616.370은 한 쌍의 npn 트랜지스터를 위한 구조물을 개시하고, 상기 구조물에서, 상기 반도체 물질은 제 

1 트랜지스터의 각각 n+-형 이미터 영역과, 제 1 트랜지스터의 p-형 베이스 영역과, 제 1 트랜지스터의 n--형 

콜렉터 영역과, 제 1 트랜지스터의 콜렉터 영역과, 제 2 트랜지스터의 이미터 영역을 모두 형성하는 공통 n+-형 

영역과, 제 2 트랜지스터의 p-형 베이스 영역과, 제 2 트랜지스터의 n--형 콜렉터 영역과, 제 2 트랜지스터의 

n+-형 콜렉터 영역을 형성하는 7개의 래터럴 인접 부분들로 분리된다. 단일 산화막이 상기 쌍의 트랜지스터의 

반도체 물질 상에 놓인다. 각 트랜지스터에 있어서, 산화층 상의 p-형 폴리층은 상기 베이스 영역과 n--형 콜렉

터 영역 상에 놓이고, 상기 산화층 내의 정공을 통하여 확장하여 상기 베이스 영역에 접촉한다. 2개의 추가적인 

정공들이 제 1 트랜지스터의 이미터 영역과 제 2 트랜지스터의 n+-형 콜렉터 영역과의 각각의 접촉을 위해 산화

층 내에 제공된다.

일본 특허 초록, 제016권, 제367(E-1245), 1992년 8월 7일(1992-08-07) 및 JP 04 116935 A(후지쯔 엘티디), 

1992년 4월 17일(1992-04-17)은 트랜지스터 구조물을 개시하고, 상기 구조물에서 반도체 물질은 각각 n+-형 콜

렉터 영역과, n-형 콜렉터 영역과, p+-형 베이스 영역과, n-형 이미터 영역과, n+-형 이미터 영역을 형성하는 5

개의 래터럴 인접 부분들로 분리된다. 산화층은 2개의 n-형 영역들 위에 놓이고, 상기 베이스 영역으로 확장하

는 정공을 구비한다. 폴리층은 상기 산화층 위에 놓이고 상기 정공을 통하여 확장하여 상기 베이스 영역에 접촉

한다. 

발명의 상세한 설명

래터럴 바이폴라 트랜지스터를 개시하는 상술된 4개의 문서들 중의 마지막 문서(후지쯔 문서)는 본 발명에 가장 <11>

근접한 종래 기술로 고려되고, 상기 문서는 하기의 기술적 특징들의 조합을 개시한다:

전기적인 절연 물질 상에 반도체층 및;<12>

상기 반도체층의 중앙 부분 상에 절연층을 구비하고, 그 내부에 콘택트 정공이 있고, 상기 절연층 상에 도전 물<13>

질이 있고, 상기 도전 물질은 상기 콘택트 정공을 통하여 상기 반도체층과 전기적 접촉을 하고, 그럼으로써 베

이스 콘택트를 형성한다. 

본 발명에 따라, 래터럴 바이폴라 트랜지스터는 하기의 기술적 특징들을 구비한다:<14>

상기 절연 영역과 그 위의 베이스 콘택트가 상기 반도체를 3개의 인접한 부분들로 분리하고, 상기 3개의 인접한 <15>

부분들  중의  중간  부분은  상기  트랜지스터의 베이스  영역을  형성하고  제  1  도전형을  구비한  상기  중앙  

부분이고, 상기 3개의 인접한 부분들 중의 다른 하나는 제 2 도전형이고 콜렉터 영역을 형성하고, 상기 3개의 

인접한 부분들 중의 다른 하나는 제 2 도전형을 구비하고 이미터 영역을 형성한다.

따라서, 본 발명의 트랜지스터에서, 상기 베이스 두께는 상기 절연 영역과 그 위의 베이스 콘택트의 래터럴 확<16>

장부에 대응하고, 상기 콘택트 정공의 래터럴 확장부에 대응하지 않는다. 장점으로, 상기 베이스 콘택트의 래터

럴 확장부를 변화시킴으로써, 설계자는 조절된 반복가능한 방법으로 얇은 베이스 영역을 구비한 용이하게 변경

할 수 있고 큰 트랜지스터 이득을 지닌 트랜지스터를 제조할 수 있다. 상기 래터럴 바이폴라 트랜지스터가 종래

의 MOS-형 트랜지스터와 여러 면들에서 유사하기 때문에, 상기 베이스 두께는 MOS 트랜지스터에서의 채널 길이

와 유사하다. 

또한, 본 발명의 래터럴 바이폴라 트랜지스터는 상기 트랜지스터 베이스 저항을 부정적으로 증가시킴없이, 큰 

트랜지스터 이득을 제공한다. 상기 베이스 콘택트가 상기 MOS-형 게이트 산화물과 유사한 절연 영역을 통하여 

상기 베이스 영역에 접촉하기 때문에, 상기 트랜지스터는 충분한 길이의 상기 트랜지스터 "폭"으로 확장함으로

써 상기 트랜지스터 베이스 저항을 허용가능한 레벨로 감소시킨다. 즉, 상기 래터럴 바이폴라 트랜지스터는 상
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기 베이스 두께 크기에 수직인 제 2 차원으로 확장할 수 있기에, 상기 콜렉터와 이미터 영역들 사이의 베이스 

영역의 면적을 증가시킨다.

본 발명에 따른 상기 래터럴 바이폴라 트랜지스터는 하기의 단계를 포함하는 방법에 의해 제조된다:

(a)제 1 도전형을 구비한 반도체층의 물질로, 상기 전기적인 절연 물질 상에 상기 반도체층을 형성하는 단계와; 

(b) 상기 반도체층 상에 상기 절연 영역을 포함한 절연층을 형성하는 단계와; 

(c) 상기 절연 영역 내에 상기 콘택트 정공을 형성하는 단계와; 

(d) 상기 베이스 콘택트를 형성하는 단계 및; 

(e) 상기 베이스 콘택트에 대한 자기-정렬에 의해 상기 콜렉터 영역과 이미터 영역을 형성하는 단계를 포함함으

로써 상기 콜렉터 및 이미터 영역들 사이에 및 근처에 상기 베이스 영역을 형성한다.

따라서, 상기 콜렉터와 이미터 영역들을 자기-정렬하기 위해 상대적으로 엄중하게 제어될 수 있는 상기 베이스 

콘택트의 사용에 의해, 상기 베이스 두께는 엄중하게 제어될 수 있다. 

상술된 목적들과 이와 관련된 목적들을 성취하기 위해, 본 발명은 청구범위에 충분히 개시되고 지적된 특징들을 

포함한다. 하기의 설명과 첨부된 도면은 본 발명의 특정의 설명적인 실시예들을 상세하게 개시한다. 이러한 실

시예들은 본 발명의 원리들이 채용되는 다양한 방법들 중의 일부를 나타낼 뿐이다. 본 발명의 다른 목적들, 장

점들 및 신규한 특징들은 하기의 도면들과 관련되어 고려될 때 본 발명의 하기의 상세한 설명으로부터 명확해질 

것이다. 

실 시 예

본 발명은 MOS-형 트랜지스터 구조물과 일부 유사점을 지닌 래터럴 바이폴라 트랜지스터 구조물과 그 제조 방법<30>

에 관한 것이다. 본 발명의 래터럴 바이폴라 트랜지스터는 이러한 유사점을 공유하고, 종래 MOS-형 트랜지스터

의 간략한 설명이 종래 기술의 문제점을 충분히 이해하고, 본 발명이 이러한 문제점들을 해결하는 방법을 충분

히 이해하기 위해 제공된다.

종래 개량형 MOS 트랜지스터가 도 4에 도시되고, 참조번호 50으로 지적된다. 상기 MOS 트랜지스터(50)는 n-채널 <31>

트랜지스터이고, n-형 소스와 드레인 영역들(52), (54)를 p-형 보디(body)(56) 내에 구비하고, 상기 보디는 벌

크 기판일 수 있다. 상기 소스 및 드레인 영역들(52), (54) 사이의 영역(58)은 채널 영역이고, 이 영역 상에 게

이트 산화막(60)과 제어 게이트 전극(62)이 형성되고, 때로는 불순물 폴리실리콘으로 형성된다. 0 볼트가 상기 

게이트 전극(62)에 인가된 때,  상기  소스(52)로부터 상기 드레인(54)으로의 전기적 경로는 2개의 백-투-백

(back-to-back) 다이오드의 직렬 연결로 이루어지고, 그 사이의 어떠한 전류 흐름도 방지한다. 상기 게이트 전

극(62)에 포지티브 전압을 인가함으로써, 상기 보디(56) 내의 전자들은 상기 게이트 산화막(60) 밑의 상기 채널 

영역(58)으로 유인됨으로써 상기 소스(52)와 드레인(54) 사이에 채널을 형성한다. 상기 게이트 전압이 임계 전

압값(Vt)에 도달하면, 상기 채널은 충분히 형성되고, 상기 MOS 트랜지스터(50)는 도전성을 띤다.

상기 MOS 트랜지스터(50)는 상기 게이트 전극(62)에 다른 전압값들을 인가함으로써 스위치로서 일반적으로 사용<32>

된다. 상기 MOS 트랜지스터(50)의 스위칭 속도가 적어도 일면으로 상기 MOS 트랜지스터(50)를 채용하는 회로들

이 어떤 속도로 동작하는가를 나타내기 때문에 매우 중요한 특성이다. 현재, 트랜지스터의 스위칭 속도는 상기 

채널 전이 시간(channel transit time)(즉, 상기 채널을 통하여 전송되는 전하에 요구되는 시간)에 의해 제한되

지 않는다; 대신에 상기 스위칭 속도는 상기 디바이스 전극들 사이에 또한 상호연결 도전선과 보디 사이에 존재

하는 캐패시턴스들을 충전하고 방전하는데 요구되는 시간에 의해 제한된다. 

상기 트랜지스터의 캐패시턴스를 인식하는 하나의 방법은 종래 기술 도 4에서 도시된 예시적인 단면도를 통해서<33>

이다. 종래 기술 도 4에 나타난 바와 같이, 캐패시턴스는 다양한 디바이스 전극들(도시되지 않음) 사이에, 또한 

상기 전극들과 상기 보디 영역 사이에 존재한다. 상기 드레인-대-보디 캐패시턴스(Cdb)와 소스-대-보디 캐패시턴

스(Csb)가 종래 기술 도 4에 나타나고, 종종 접합 캐패시턴스로 언급된다. 상기 접합 캐패시턴스의 값은 각각 상

기 영역들의 도핑 농도뿐만 아니라, 상기 결합의 단면 영역의 함수이다. 

종래 기술 도4의 상기 MOS 트랜지스터(50)의 성능을 향상시키는 방법은 상기 트랜지스터를 절연 영역 상에 형성<34>

함으로써 상기 결합 캐패시턴스를 감소시키는 것이다. 이러한 트랜지스터 디바이스 구조물은 실리콘-온-인슐레

이터(silicon-on-insulator: SOI) 디바이스로 불리고, 종래 기술 도 5에 도시된다. 상기 SOI MOS 트랜지스터
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(80)는 종래 기술 도 4의 상기 트랜지스터(50)와 유사한 구성소자들을 구비한다. 상기 SOI 트랜지스터(80)에서, 

상기 보디(56)는 도 4에서와 같이, 벌크 반도체 물질로 형성되지 않고, 실리콘 디옥사이드(SiO2)와 같은 절연층

(82) 위에 놓인다. 상기 절연층(82)은 벌크 반도체 물질 또는 기판(84) 위에 놓인다. 

상기 SOI 트랜지스터(80)는 종래의 벌크 트랜지스터 디바이스 상에 여러 성능상의 잇점을 제공한다. 먼저, 각 <35>

디바이스가 다른 디바이스로부터 완벽하게 절연되기 (공통 보디를 공유하는 것에 반하여) 때문에, 보다 나은 개

별 디바이스 절연이 성취되어, 회로 래치-업 조건들을 방지한다. 또한, 상기 소스 영역(52)과 드레인 영역(54)

의 적어도 일부분이 상기 절연층(82)에 인접하기 때문에, 상기 소스/보디 및 드레인/보디 인터페이스들의 단면 

영역이 감소되고, 그럼으로써 상기 접합 캐패시턴스가 현저하게 감소된다.

비록 SOI MOS 디바이스들(80)이 종래 MOS 벌크형 디바이스(50)에 대하여 여러 잇점을 제공할지라도, SOI 트랜지<36>

스터는 또한 여러 단점을 지닌다. SOI 트랜지스터들의 일 단점은 (상기 출원에 의존하여) 벌크 실리콘 또는 상

기 트랜지스터로의 보디 콘택트의 부족일 것이다. 일부의 경우, 상기 SOI 보디 영역(56)을 고정된 전위에 연결

하여, "부동 보디 효과(floating body effects)"를 회피하도록 하는 것이 바람직하다. 각 트랜지스터 디바이스

에 대한 보디 콘택트의 사용은 바람직하지 않게, 상기 디바이스의 크기를 증가시키고, 그럼으로써 적절한 방법

이 아니다. 

SOI 트랜지스터의 부동 보디 효과들은 접지에 상대적으로 부동적으로 되는 보디(56)와 관련된 다양한 히스테리<37>

시스 효과에 관련된다. 2개의 이러한 부동 보디 효과들은 "킹크(kink)" 효과와 기생 래터럴 바이폴라 효과를 포

함한다. 상기 "킹크" 효과는 충격 이온화로부터 유래한다. 상기 SOI 트랜지스터(80)가 상대적으로 높은 드레인-

대-소스 전압에서 동작할 때, 충분한 운동 에너지를 지닌 채널 전자들은 격자와의 이온화 충돌을 야기하여, 상

기 채널(58)의 드레인 단부 근처에 캐리어를 증가시킨다. 생성된 정공들은 상기 디바이스(80)의 보디(56)에서 

쌓여서, 상기 보디 전위를 증가시킨다. 상기 증가된 보디 전위는 상기 트랜지스터(80)의 임계 전압을 감소시키

고, 따라서 상기 트랜지스터 전류를 증가시키며, 상기 트랜지스터 전류/전압(I/V) 곡선에서 "킹크"를 야기한다.

제 2의 부동 보디 효과는 상기 기생 래터럴 바이폴라 효과를 포함한다. 상술된 바와 같이, 만약 충격 이온화가 <38>

많은 수의 정공들을 생성하면, 상기 보디 바이어스는 충분한 전압으로 증가되어, 상기 소스/보디 p-n 결합인 순

방향으로 바이어스된다. 상기 결합이 순방향 바이어스되는 때, 소수 캐리어들이 상기 보디(120로 방출되어 기생 

래터럴 npn 바이폴라 트랜지스터가 턴온되도록 한다. 이러한 기생 바이폴라 트랜지스터 동작은 상기 트랜지스터 

전류의 게이트 제어의 손실을 야기하고, 따라서 MOS 트랜지스터 응용에서 매우 바람직하지 않다. 

과거에는, 상기 SOI MOS 트랜지스터(80)의 성능에서, 상기 기생 바이폴라 효과의 충격을 감소시키거나 제거하려<39>

는 단계들이 수행되었다. 예를 들면, 미국 특허 제5,420,055호에 개시된 일 방법은 전자들과 정공들이 재결합할 

수 있는 상대적으로 고농도의 재결합 센터들을 형성하기 위해, 상기 p-n결합 근처에 물질이 주입되는 주입 단계

를 부가한다. 이러한 재결합 센터들은 전자 트랩들 또는 결정 구조 결합을 야기한다. 이러한 디바이스의 구성은 

상기 보디 영역(56) 내에 홈들의 적층을 방전하기 위한 것이고, 따라서 상기 기생 바이폴라 트랜지스터가 "작동

하거나 (triggering)" 턴온되지 않도록 한다. 미국 특허 제5,315,144호에 개시된 다른 종래 방법에서, 상기 기

생 래터럴 바이폴라 트랜지스터의 이득이 상기 소스 및 드레인 영역들의 도핑 농도들을 각각 실질적으로 감소시

킴으로써 감소된다. 상기 경우들 중의 하나에서, 상기 SOI MOS 디바이스(80)의 기생 래터럴 바이폴라 트랜지스

터는 제한되어야하거나 제거되어야 할 문제로서 나타난다.

본 발명에 따라서, 상기 MOS SOI 트랜지스터 디바이스에서 상기 기생 래터럴 바이폴라 트랜지스터를 제거하는 <40>

대신에, 이러한 MOS-형 구조물에서의 상기 래터럴 바이폴라 트랜지스터 특성들이 개발되어 종래 바이폴라 트랜

지스터 구조물에서 유래한 성능 설계 드레이드-오프의 일부들를 극복하는 고성능 바이폴라 디바이스를 만드는데 

사용된다. 특히, 본 발명은 상기 트랜지스터 베이스 저항을 부정적으로 증가시킴없이, 재생산 가능한 방법으로 

큰 트랜지스터 이득을 제공할 수 잇는 바이폴라 트랜지스터 구조물에 관한 것이다.

본 발명은 상기 게이트 산화물이 베이스 콘택트 정공을 구비하고, 상기 게이트 전극이 상기 베이스 콘택트 정공<41>

을 통하여 그 밑에서 상기 베이스 영역을 전기적으로 접촉하는 베이스 콘택트로서 작동하는 점을 제외하고, 종

래의 MOS-형 SOI 트랜지스터와 적어도 일특징에서 유사한 래터럴 바이폴라 SOI 트랜지스터에 관한 것이다. 상기 

베이스 콘택트는 콜렉터와 이미터 영역들을 자기-정렬하는데 사용되고, 따라서, 상기 베이스의 두께는 상기 베

이스 콘택트 형상 크기에 의해 잘 제어되고 조절된다. 또한, 상기 베이스 콘택트는 상기 트랜지스터의 충분한

 "폭"을 따라 확장하고, 따라서 증가된 베이스 저항없이, 높은 트랜지스터 이득을 제공하고, 그럼으로써 종래 

바이폴라 트랜지스터 구조물에서의 이제까지의 이득/베이스 저항 성능 트레이드-오프를 극복할 수 있다. 
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도 7은 본 발명에 따른 래터럴 바이폴라 트랜지스터(100)의 부분 단면도이다. 상기 바이폴라 트랜지스터(100)는 <42>

벌크 기판(84) 상에 놓인 절연층(82)을 구비한 SOI 디바이스이다. 반도체층(102)이 상기 절연층(82) 상에 놓이

고, 서로서로 인접한 3개의 개별 부분들을 구비한다. 이러한 부분들은 각각 콜렉터 영역(104)과, 베이스 영역

(106) 및 이미터 영역(108)이다. 절연 영역(109)은 상기 반도체층(102) 상에 놓이고, 상기 베이스 영역(106)과 

전기적 접촉을 하는 도전 부분(110)을 구비한다. 도전 베이스 콘택트(112)는 상기 절연 영역(108) 위에 놓이고, 

상기 도전 부분(110)을 통하여 상기 베이스 영역(106)에 연결된다.

본 발명에 따라, 상기 트랜지스터(100)는 도 8a 및 8b에 각각 도시된 바와 같이, pnp 래터럴 바이폴라 트랜지스<43>

터(100a)이거나 npn  래터럴 바이폴라 트랜지스터(100b)일 것이다. 각 경우에, 상기 콜렉터와 이미터 영역들

(104), (108)은 제 1 도전형이고, 상기 베이스 영역(106)은 제 2의 다른 도전형이다.

도 7에서, 상기 콜렉터 및 이미터 영역들(104), (108)은 상기 베이스 영역(106)에 인접하고, 그럼으로써 상기 <44>

트랜지스터(100)를 래터럴 트랜지스터 구조물로 형성한다. 바람직하게는, 상기 콜렉터와 이미터 영역들(104), 

(108)은 상기 베이스 콘택트(112)에 대하여 자기-정렬된다. 이러한 예에서, 상기 베이스 콘택트(112)는 예를 들

면 상기 콜렉터와 이미터 영역들(104), (108)의 형성 이전에 증착과 식각을 통하여 한정된다. 상기 콜렉터와 이

미터 영역들(104), (108)의 형성은 그 사이의 거리를 한정하는 상기 베이스 콘택트(112)를 사용하고, 또한 (종

래의 MOS 트랜지스터 구조물의 채널 길이와 유사한) 상기 바이폴라 트랜지스터(100)의 베이스 두께 또는 "길

이"를 한정한다. 상술된 바와 같이, 상기 베이스 두께는 상기 트랜지스터의 이득을 결정하는 중요한 인자이다. 

따라서, 본 발명의 상기 바이폴라 트랜지스터의 구조물은 종래의 수직 바이폴라 디바이스에서와 같이 결합 깊이

에 의존하지 않는 잘 제어된 베이스 두께를 가능하게 한다. 또한, 본 발명의 상기 베이스 두께는 상기 베이스 

콘택트(112) 형상 크기와 같이 작게 형성될 수 있다. 리소그래피 기술이 향상됨에 따라, 상기 베이스 콘택트

(112)가 지속적으로 감소됨에 따라, 상기 베이스 두께가 조절된 방법으로 지속적으로 감소된다.

도 9는 본 발명의 다른 특징에 따른 래터럴 바이폴라 트랜지스터(100)의 사시도이다. 상술된 바와 같이, 종래의 <45>

바이폴라 트랜지스터 구조물의 일 단점은 트랜지스터 이득과 트랜지스터 베이스 저항 사이의 성능 트레이드-오

프이었다. 특히, 상기 트랜지스터 이득을 증가시키기 위해 종래 구조물에서 상기 베이스 두께가 감소되었기 때

문에, 상기 감소된 베이스 두께는 상기 트랜지스터 베이스 저항을 증가시킨다. 도 9의 사시도는 본 발명의 상기 

바이폴라 트랜지스터 구조물(100)이 종래 구조물에 유래한 설계 트레이드-오프를 극복하는 방법을 제시한다. 

도 9에서 도시된 바와 같이, 상기 베이스 콘택트(112)는 원하는 정도로 "X"방향으로 확장되도록 형성된다. "X" <46>

방향의 상기 베이스 콘택트(112)의 확장은 종래 MOS-형 트랜지스터의 "폭"과 유사하고, 따라서 그 특징은 상기 

베이스 콘택트 폭(W)으로 지시된다. 상기 베이스 콘택트 폭(W)을 더 긴 크기로 확장함에 의해, 상기 활동 콜렉

터 영역(104)과 이미터 영역(108) 사이의 전체 영역이 증가되고 반면에 상기 베이스 저항을 감소시킨다. 상기 

트랜지스터(100)가 어떠한 크기의 폭(W)로 형성될 수 있기 때문에, 상기 베이스 저항은 원하다면 성능의 레벨들

을 변화시키기 위해 맞추어질 수 있다. 

상기 베이스 저항은 상기 베이스 직렬 저항과 상기 베이스-확장(spreading) 저항으로 이루어진 다소 복잡한 파<47>

라미터이다. 종래의 수직 디바이스에서의 베이스 직렬 저항은 상기 베이스 콘택트와 상기 이미터 영역의 에지 

사이의 저항 경로와 관련되고, 반면에 상기 베이스-확장 저항은 상기 이미터 영역의 에지와, 도전 동안에 전류

가 실제적으로 흐르는 베이스 영역의 활성 부분 사이의 저항이다. 결과적으로, 상기 베이스-확장 저항의 2차원

(X-Y) 효과들이 중요하다. 실질적인 트랜지스터 폭(W)을 구비함으로써, 상기 전류는 어느 한 점에서의 전류 밀

도를 감소시키는 "넓은(wide)" 이미터를 따라 분포된다. 명확하게, 본 발명의 래터럴 바이폴라 트랜지스터(10

0)는 상기 트랜지스터 베이스-확장 저항을 독립적으로 고칠 때(따라서 전체 베이스 저항에 대한 중요한 영향) 

트랜지스터 이득의 유동성을 가능하게 한다. 

도 7의 상기 래터럴 바이폴라 트랜지스터(100)의 방법(200)이 도 10과 11a 및 11d에 도시된다. 상기 방법(200)<48>

은 도 11a에 도시된 바와 같이, SOI 물질의 표면 상에 절연층(204)을 형성하는 단계(202)로 개시한다. 이러한 

SOI 물질은 예를 들면, 증착 또는 깊은 주입을 통하여 그 위에 형성된 절연층(82)을 구비한 실리콘 기판(84)일 

것이다. 증착의 경우, 다른 반도체층(102)이 예를 들면 증착을 통하여 그 위에 형성된다. 또는, 만약 상기 절연

층(82)이 깊은 주입에 의해 형성되면, 그 위의 상기 층(102)은 상기 기판 벌크 물질의 상측 부분이다. 바람직하

게는, 상기 반도체층(102) 상에 형성된 절연층(204)은 실리콘 디옥사이드이고, 화로에서의 산화물 성장을 통하

여 형성되고, 실질적으로 두께가 변화한다. 또한, 실리콘 니트라이드와 같은 다른 절연 물질들과, 예를 들면 증

착과 같은 다른 형성 방법이 사용될 수 있고 본 발명의 범위 내에서 고안된다.

상기 방법(200)은 도 11b에 도시된 바와 같이, 상기 절연층(204)에 베이스 콘택트 정공(212)을 형성하는 단계<49>
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(210)으로 진행한다. 상기 베이스 콘택트 정공(212)은 바람직하게는 식각에 의해 형성되나, 상기 정공(210)에 

대응하는 절연층(204)의 부분을 선택적으로 제거하는 모든 방법이 사용되고 본 발명 내에서 고안된다. 바람직하

게는, 일반적인 등방성 식각이 상기 트랜지스터 형성 프로세스에서 나중의 좋은 단계 허용범위(step coverage)

를 가능하게 하기 위해 상기 정공(212)에 상기 절연층(204) 내의 비-수직 측벽들을 제공하는데 사용된다. 또는, 

상기 베이스 콘택트 정공(212)의 크기와 상기 절연층의 깊이에 의존하여, 상기 정공(212)내의 나쁜 단계 허용범

위가 이득이 아니고, 비등방성 식각이 사용된다.

도전막은 예컨데 기상 증착 또는 스퍼터링에 의해 상기 절연층(204) 위에 증착된다. 상기 도전막은 불순물 폴리<50>

실리콘 또는 예를 들면 알루미늄과 같은 금속이다. 모든 도전 물질이 사용될 수 있고, 본 발명에서 고안된다. 

단계 220에서, 상기 도전막은 예를 들면 식각에 의해 상기 베이스 콘택트(112)를 한정하기 위해 패터닝된다. 바

람직하게는, 상기 베이스 콘택트(112)의 두께 또는 "길이"는 소정의 트랜지스터 이득에 의존할 것이다. 즉, 상

대적으로 적은 트랜지스터 이득에 있어서, 상기 베이스 콘택트는 상대적으로 넓게 패턴되고, 반면에 상대적으로 

큰 트랜지스터 이득에 있어서는 상기 베이스 콘택트(112)가 상술된 바와 같이, 얇게 패턴된다. 또한, 상기 베이

스 콘택트(112)의 폭은 소정의 베이스 저항을 기준으로 하여 형성된다. 즉, 높은 베이스 저항에 있어서, 상기 

폭(W)은 상대적으로 작고, 반면에 더 작은 베이스 저항에 있어서는 상기 폭(W)은 상대적으로 크다.

후속하여, 상기 방법(200)은 상기 콜렉터, 베이스 및 이미터 영역들이 각각 한정되는 단계(230)으로 진행한다. <51>

바람직하게, 상기 반도체층(102)은 단계(202) 이전에 하나의 도전형으로 도핑된다; 이때 단계(230)는 예를 들면 

이온 주입과 같은 단일 형성 단계를 사용하여 영역(104), (106), (108)을 형성하는 단계를 포함한다. 이러한 경

우, 상기 주입 단계(230)는 상기 반도체층(102)의 도전형과는 다른 도전형이다. 이러한 방법으로, 상기 콜렉터 

영역(104)와 이미터 영역(108)은 상기 베이스 콘택트(112)에 관해서 자기-정렬된다. 또한, 상기 형성 단계(23

0)는 도 11d에 도시된 바와 같이, 베이스 두께(L)을 한정한다.

상기 콜렉터, 베이스 및 이미터 영역들(104), (106), (108)의 형성 이후, 상기 노출된 절연층(204)의 부분들은 <52>

제거되어 도 7의 절연층(109)를 형성한다. 비록 도 11d가 상기 절연층(204)를 통하여 야기하는 단계(230)를 개

시하지만, 상기 층(204)의 노출된 부분들이 제거되고, 이때  주입이 발생할 수 있다. 

비록 본 발명이 특정의 바람직한 실시예 또는 실시예들과 관련하여 개시되고 설명되지만, 균등한 변형들과 변경<53>

들이 상기 명세서와 첨부된 도면을 판독하고 이해한 때 종래 기술에 익숙한 사람에 의해 이루어질 것이다. 상술

된 구성요소들(조합체, 디바이스, 회로 등)에 의해 수행된 다양한 기능들에 관하여서는, 이러한 구성소자들을 

설명하기 위해 사용된 그 용어("수단"으로 참조되는 것을 포함하여)는 비록 본 발명의 실시예에서 그 기능을 수

행하는 개시된 구조물에 구조적으로 균등하지는 않을지라도, 개시된 구성소자의 특정 기능을 수행하는 모든 구

성소자(즉, 기능적으로 균등한)에 대응하는 것이다. 또한, 본 발명의 특정한 특징이 여러 실시예들 중의 오직 

하나에 관하여 개시되어도, 이러한 특징은 소정의 또는 특정 응용에 있어서 바람직하고 이로운 것과 같이, 다른 

실시예들의 하나 또는 그 이상의 특징들과 결합될 것이다. 

도면의 간단한 설명

도 1a는 종래 기술의 바이폴라 트랜지스터 디바이스의 단순화된 1-차원 단면도이다. <17>

도 1b는 도 1a의 바이폴라 트랜지스터를 도시한 개략도이다. <18>

도 2는 일반적인 수직 바이폴라 트랜지스터 디바이스 단면도 및 바이폴라 트랜지스터의 이득에 관련된 베이스의 <19>

두께(dB) 제어의 어려움을 도시한다. 

도 3a 및 3b는 종래의 npn 및 pnp 바이폴라 트랜지스터들, 및 베이스 저항이 바이폴라 트랜지스터 디바이스의 <20>

성능에 영향을 주는 방식을 설명하기 위하여 결합된 베이스 저항 및 베이스 캐패시턴스를 도시한다. 

도 4는 종래의 MOS 트랜지스터 구조 및 이에 결합된 실질적인 접합 캐패시턴스를 도시한 단면도이다. <21>

도 5는 종래의 MOS SOI 트랜지스터의 단면도이다. <22>

도 6은 보디(body) 영역이 플로팅될 수 있을 때 종래의 MOS SOI 트랜지스터 구조 내에서 턴온될 수 있는 기생적<23>

인 래터럴 바이폴라 트랜지스터를 도시한 단면도이다. 

도 7은 본 발명에 따른 래터럴 바이폴라 트랜지스터의 단면도이다. <24>

도 8a는 본 발명에 따른 pnp-형 래터럴 바이폴라 트랜지스터의 단면도이다.<25>
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도 8b는 본 발명에 따른 npn-형 래터럴 바이폴라 트랜지스터의 단면도이다. <26>

도 9는 본 발명에 따른 래터럴 바이폴라 트랜지스터의 부분적인 투시도로서, 여기서 베이스 콘택트는 실질적으<27>

로 바이폴라 트랜지스터의 전체 폭을 따라 연장되며, 이로써 베이스 저항이 감소하게 된다.

도 10은 본 발명에 따른 래터럴 바이폴라 트랜지스터 형성 방법을 도시한 흐름도이다. <28>

도 11a-11d는 본 발명의 예시적인 실시예에 따라 래터럴 바이폴라 트랜지스터를 형성하는 단계들을 도시한 단면<29>

도들이다. 

도면

    도면1a

    도면1b

- 12 -

등록특허 10-0764919



    도면2

    도면3a

    도면3b
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    도면4

    도면5

    도면6
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    도면7

    도면8a

    도면8b
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    도면9

    도면10
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    도면11a

    도면11b

    도면11c
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    도면11d
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